DEPARTEMENT MNT

Matériaux et Nanotechnologies

Le département MATERIAUX et NANOTECHNOLOGIES (MNT) forme des ingénieurs de
conception, de recherche et développement ou de production. Leurs compétences sont
adaptées a lI'instrumentation et aux activités de haute technologie dans les domaines des
matériaux avancés, des composants microélectroniques et des nanotechnologies en général.

L’enseignement est axé sur les trois péles : matériaux, microélectronique et instrumentation

« Dispositifs microélectroniques et composants (transistors * Propriétés structurales, physico-chimiques, électroniques
MOS, HEMT, HBT, SiGe, circuits intégrés) et optiques des matériaux et nanomatériaux

» Composants optoélectroniques (diodes, lasers)  Procédés de préparation et de fabrication

* Alliages spéciaux, céramiques, composites ... * Techniques d'observation et de caractérisation

* Electronique, instrumentation...

Il est complété par I'introduction d’outils et de méthodes indispensables a I'ingénieur :

» Enseignements communs a tous les départements de e Calcul numérique, programmation C
'INSA en 1lére année (3MNT) « Gestion de production, Qualité

» Méthodes mathématiques de I'ingénieur * Techniques de communication

A El@ments ynis, Plans diexp@riences * Droit et Gestion des entreprises

Un accent important est mis sur ’enseignement pratique, sous forme de :

* Travaux pratiques (un tiers du volume horaire total) A Stages-projets de 8 semaines minimum " la yn de la

» Matériels et logiciels d’acquisition et de traitement de 2éme année (4MNT) dans une entreprise ou un
données laboratoire, en France ou a I'étranger.

 Technologie en salle blanche * Projets de Fin d’Etudes pendant le 2éme semestre

* Mini-projets réalisés en équipes, monographies ... de I'année terminale (5SMNT) en milieu industriel

ou en laboratoire de recherche a I'étranger.

Les connaissances linguistiques sont renforcées (Anglais (TOEIC), Allemand, Espagnol, Italien ou Japonais).

» Des spécialités dominantes liées étroitement aux >
techniques nouvelles. ¢
« Une relation étroite entre la théorie et la pratique.

n Dans le cadre d'échanges internationaux, les étudiants ont la possibilité d’effectuer une année d’étude a I'étranger équivalente a
8 la 2éme ou a la 3éme année (Allemagne, Brésil, Espagne, Canada, U.S.A, Danemark, Finlande ...).
g. Le Département MATERIAUX ET NANOTECHNOLOGIES accueille 48 étudiants par année.
(@B
2‘ La formation Les débouchés, quelques exemples...
un Elle se déroule sur 3 ans (3MNT, 4MNT et 5MNT). Les « Industries des composants électroniques ...
8 stages représentent de six a huit mois passés en milieu ¢ Industries de mise en oeuvre des matériaux : automobile,
C professionnel. Elle est ouverte : aéronautique, spatiale, ...
o * en lere année (3MNT) aux étudiants INSA issus du ler « Ingénierie : collectivités locales, centres hospitaliers,
o— cycle, aux DUT, licence 2 et CPGE. EDF, GDF...
ﬁ 3 * en 2e année (4MNT), aux MST, MASTER 1, licence 3 « Energies renouvelables (Eolien, Photovoltaiques, )
— ou équivalent. « Centres de recherche (secteurs de pointe)
n f’ Les éleves-ingénieurs intéressés par la recherche
% = fondamentale ou appliquée ont la possibilité de suivre Les qualités de I'ingénieur MNT
c un MASTER 2 Recherche en paralléle avec leur année reconnues par le milieu industriel
E b terminale.
cC ° ) < Une grande capacité d’adaptation aux technologies
ov Les atouts de la formation MNT émergentes et a la réactualisation de ses connaissances.
a 3. » Une formation pratique importante (TP, stages, Projets
M = A Une culture scientiyque pluridisciplinaire permettant de Fin d’Etudes).
= DO d’'aborder des secteurs variés des matériaux ou de la « Une habitude du travail en équipe et de la prise de
a— D haute technologie. décision.
a
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DEPARTEMENT MNT

Matériaux et Nanotechnologies

Premiére Année (3MNT) Deuxiéme Année (4MNT)

- Tronc Commun scientiyque INSA : - Propriétés des solides et Dispositifs électroniques (transistors jonction,
- Programmation C (C16h,TD 6h TP 20h) Maths (C12h, TD 16h), MOSFET, ...) (C25h, TD19 h, TP 32 h)

- Gestion risque(C 28h) Enérgétique (C 28h, TD 14h, TP 4h), - - Opto®lectronique (laser, ampliycateur, modulateur, ...)

- Systeme de production (C 14h, TD 10h, TP 4h) (C28h, TD 26 h, TP 32h)

- Enseignements scientiyques sp®@ciyques : - Métallurgie structurale, radiocristallographie, diffusion dans les solides,
- Propagation électromagnétique, sonore (TD59 h, TP30 h) mécanique des matériaux (C 56 h, TD 52 h, TP 64 h)

- Electronique des matériaux (C 35 h, TD 42h,TP 30 h) - Technologie des composants microélectroniques (C 16 h)

- Mécanique quantique (C 34 h, TD 36 h) - Fabrication de transistors MOS ou de laser en salle blanche (TP 20 h)
- Thermodynamique des matériaux (C 14 h, TD 14 h) - Automatique (C 14 h, TD 13 h, TP 12 h)

- Circuits de I'électronique (C 28h, TD 28h, TP 45h) - Fonctions de I'électronique (C 20 h, TD 18 h, TP 33 h)

- Traitement du signal (C 14h, TD 14H) - Circuits logiques (C 2 h, TD 13 h)

- Instrumentation, acquisition (C 21 h, TP 42 h) - Méthodes de calcul numérique (C 26 h, TP 28 h)

- Soutiens optionnels : Maths,Electronique (20h) - Soutien optionnel : logique combinatoire (TD 6 h)

- Humanit®s : Enseignements non scientiyques - Humanit®s : Enseignements non scientiyques

- Culture, communication, ressources humaines (52 h) - Economie et gestion (52 h)

- Anglais (56 h), EPS (52 h)

- Allemand, Espagnol, Italien, Japonais optionnels (42 h)

Stage-projet obligatoire d’au moins 8 semaines a la fin de la 2éme année dans une entreprise ou un laboratoire.
(il donne lieu a la rédaction d’'un mémoire, a un exposé oral devant un jury et a la création d’une affiche)
La 2eme année ou I'année terminale peuvent se dérouler a I'étranger
(Allemagne, Espagne, Canada, U.S.A, Finlande, Danemark...).

Année Terminale (S5MNT)
Premier semestre

ENSEIGNEMENTS COMMUNS PARCOURS OPTIONNELS

- Elaboration, caractérisation de nanostructures et dispositifs : * PARCOURS MICRO-OPTOELECTRONIQUE
élaboration par épitaxie (MBE,...), méthodes d'analyse )
physico-chimique (SIMS, AES, XPS,...), méthodes de caractérisation - Nanostructures et optronique (C 12 h)

optique, techniques sp@ciyques de mesure (ellipsom®trie, AFM, STM, - Nanostructures et électronique (C12h) _
RPE) (C 28 h). - Optique intégrée : application aux télécommunications optiques (C 12 h)

- Optique non linéaire (C 12 h)
- Advanced semi-conductors lasers (C 12 h)
- Applications of lasers and photonics (projet 12h)

- Techniques d’'analyse structurale : cristallographie, surfaces et
interfaces, textures (C 24 h)
Pratique du microscope électronique a balayage (TP 3. h)

- Mécanique des matériaux (C 12 h) - Design de circuits VLSI VHDL (C 12 h, TP 8 h)
- Matériaux céramiques : élaboration, propriétés (C 12h)
- Analyse d'images (C 12 h, TP 8 h) * PARCOURS MATERIAUX

- Energies renouvelables (C 12 h)

- Traitement du signal (C 12 h)

- Biomatériaux, biopuces et microsystemes (C 12 h)

- Enseignements sp@®ciyques : nanotubes, MEMS, ... (C 12 h)

- Conférences par des intervenants du monde de I'entreprise

- Humanit®s : Enseignements non scientiyques

- Anglais (20 h)

- Allemand, Espagnol, Italien, Japonais optionnels (12 h)

- Parcours d’éco gestion transversal (Qualité, Gestion de production,
Stratégie de I'entreprise...) (c 36 h)

- Matériaux Avancés (projets 24h)

- Durabilité et Corrosion (C 12h)

- Métallurgie générale et mécanique (C 18 h)
- Polymeres (C 12 h)

- Contrdle non destructif (C 6h)

- Choix des matériaux (C 6 h)

- Travaux de laboratoire associés (TP 16 h)

Possibilité de suivre en paralléle les enseignements de différents MASTER 2 Recherche
- Chimie du Solide et des Matériaux
- Photonique et traitement de I'information
ou la formation « Ingénierie d’Affaires » (en collaboration avec I'Ecole Supérieure de Commerce de Rennes).
double diplome AUDENCIA ou MAE IGR

Deuxiéme semestre
PROJET DE FIN D’ETUDES

Pendant le 2éme semestre de I'année terminale, les éléves-ingénieurs font un Projet de Fin d’Etudes, en milieu industriel ou dans des
laboratoires de recherche a I'étranger. Ce P.F.E. donne lieu a la rédaction d'un mémoire et a un exposé devant un jury, dont I'appréciation
est prise en compte pour I'attribution du dipldme.

Contacts :
Directeur du département MNT : Olivier DURAND - 02 23 23 86 28

Secrétariat : ¢ 02 23 23 86 45 ou 86 44 - Fax : 02 23 23 86 18
deptmnt@insa-rennes.fr - www.insa-rennes.fr/mnt




